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電源電圧降下の時間的・空間的広がり可視化回路の設計

目的

試作回路

測定結果

付録 ー 益研究室で試作した回路

左: アナログ回路のみ
中: アナログ回路と
    デジタル回路
右: デジタル回路のみ

・リングオシレータを用いて電圧ー周波数変換を行う回路を設計した
・リングオシレータを用いてチップ内の複数の点の電源電圧を測定する手法につい
  て検討を行い試作チップによりその動作を確認した
・本回路構成により，電源電圧降下の空間的・時間的な広がりを可視化可能である
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・Region #15の電源電圧降下発生回路のみを動作
・電源電圧降下の時間・場所依存性を評価可能
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電源電圧の降下

周波数の低下

SCBの遅延時間
が増加

電圧ー周波数変換表
を予め作成しておく
ことで，間接的に電
源電圧を測定できる

リングオシレータを用いた電圧降下測定手法[1]
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・SCB: en=0のときSCBは1を出力する
・SCBからNCBへの経路の接点にはANDを配置する
    →1箇所の測定点あたり1.5個のANDセルがあればよい
・各区画に電源電圧降下発生回路を配置

多数点の電源電圧降下測定回路
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・DSELにより，通過するBufferの数を変化
  させる

可変遅延回路(VDLY)
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・Buffer列により，電源電圧降下を
  発生させる

電源電圧降下発生回路

・区画#0-#15
・各区画の中央に
  SCBを配置
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・ある点で起こった電源電圧降下は電源網を通じて他点に広がる

小面積かつ簡易に電源電圧降下の時間的・空間的広がりを可視化する回路の作成

短時間で電源電圧降下
が伝わる

ほとんど電源電圧降下
が伝わらない

→電源電圧の監視，電圧降下不良の事前予測

・電力密度の増加
・消費電力削減のための低電圧化

・電源網の設計時に電源電圧変動を精度良
く計算・予測できるツール
・電源電圧を集積回路の動作時に随時観測
して回路動作にフィードバックする回路

信頼性の高い回路設計を行うためには


